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1. はじめに 

 イオン注入層は, 一般にイオン注入中に発生した格

子欠陥が高濃度で残っているため, アニールした後に

初めて電気的に活性な注入層を得ることができる. つ

まりアニール処理によって結晶化度を高め,物理的・化

学的な安定性を向上させている.1) 本研究では TCADを

用いてイオン注入,アニール処理を行うことにより, 

アニール技術の重要性を明確にし, 大学教育への応用

を試みた. 

2. TCAD (Technology CAD) 

TCAD とは, 半導体プロセス,デバイス構造および

回路シミュレータを統合したもので, デバイスを試作

することなくデバイスを設計, 半導体プロセスの最適

化を行うことができる.2) 

3. 実験方法 

本研究ではドーピング効率が良い 850℃のアニール

処理を基準として , 処理温度を変化させてい

る.1)TCAD を用いてアニール処理の温度を 500℃から

上げていき, 検証することでイオン注入における深さ

の温度依存特性を確認した. また添加する不純物はホ

ウ素, 処理時間は 30分とする. 

4. 実験結果 

不純物のラプスプロファイルの温度依存特性を

Fig.1.に示す. アニール処理により大きく変化した不

純物濃度 1×1014cm-2に注目した. 600℃までは 1.4μm,  

800℃で 1.7μmである. 850℃では 1.6μmとなった. 

 

Fig.1. Temperature dependence of the annealing 

5.まとめ 

 シミュレーション結果から,アニール処理には温度

依存特性があることが確認できた. また一定温度を超

えると不純物の深さ方向へ拡散が減ることより, ある

温度以上では不純物が Si 原子と置換しながら進んで

いると考えられる. TCAD を用いることにより, イオ

ン注入, 注入後のアニール処理温度による不純物シミ

ュレーションができる. 今後TCADを用いた半導体プ

ロセスのシミュレーションを高校・大学生に開示して,

半導体プロセスの基礎的な教育としていきたい. 
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